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Vynélez se tykd vykonového bipoldrnfho tranzistoru s integrovanou ochranou proti pfe-
pEtx a nap¥fovému pfetfZenf,

Nevyhodou stévajfcich konstruke{ vykonovych tranzistord je nfzk4 odolnost tranzistord
proti pfep¥t{ a napilovému pFetfZen{ jak v oblasti kontroly nap&t{ u vy¥robce, tak v provozu.

U bipoldrnfch tranzistorli se proto pouf{vajf{ tzv. plovouc{ ochrany nebo R-C-D ochrany,
coi jsou vn¥j5{ obvodové ochrany, které zpomalujf{ ndrist napdt{ Vo

Nevyhodou t&chto vn¥jifch ochran je pouZit{ fady diskrétnfch souldstek, co% vede ke
slofit&j3{m obvodim a dal3im ndrokim na zastaviny prostor v polovodiZovych aplikacfch.

Re¥enf vykonového bipoldérnfho tranzistoru s integrovanou ochranou prti pFepdt{ a nap¥~
tovému pfet{lenf podle vynélezu odstranuje uvedené nevyhody & jeho podstata spolfvéd v tom,
ie pod kontaktem bdze vodivE spojenym s tifet{ hlavn{ elektrodou je vymezena lokdln{ oblast,
v nf{% tlou¥fka vrstvy zdkladnfho polovodiZového materiflu je o 10 af 60 % meni{ ne} ve zby-
vajfc{ ¥4sti prifezu téhoX supn¥® tranzistoru..

P¥{klad proveden{ vykonového bipolérnfho tranzistoru s integrovanou ochranou proti pFe-
pét{ a nap¥tovému pfetfien{ podle vynélezu je znézorndn na vjkreéu, kde na obr. 1 je schéma
néhradnfho zapojen{ vicestupnového bipolérnfho tranzistoru typu Darlington a na obr. 2 je
fez strukturou jednoho stupn® vykonového bipoldrnfho tranzistoru s integrovanou ochranou pro-

ti pfep¥t{ a napitovému pfetfZfenf.

V Darlingtonov&.zapojen{ podle obr. 1 je v nihradnfm schématu naznaen prvn{ a posledn{
tranzistorovy stupéﬂ, pfiem% k t¥et{ hlavn{ elektrod¥ B prvnfho stupné je zapojena anode
lavinové diody, jejf{%f katoda je spojena s prvn{ hlavnf elektrodou K v3ech tranzistorovych
stupni, ’

Tranzistor obsahuje podle obr. 2 vrstvu 1 zdkladniho polovodilového materidlu, k Jein
jedné strand priléhd vndj3{ vysoce dotovand vrstva 2, kter& je spojena s prvaf{ hlavni elektro-
dou K a kterd je stejného typu elektrické vodivosti Jako vrstva 1 zdkladnfho polovodiZového
materidlu, k jej{% druhé stran® priléhéd bézovd vrsiva 3 opa¥ného typu elektrické vodivostf,
kterd s nf{ tvof{ p-n pFechod. Bdzovd vrstve 3 Jje jednak na ¥4sti plochy opatfena kontaktem 6
bdze, vodivE spojenym s tfet{ hlavn{ elektrodou B a jednak na ¥dsti prifezu emitorovou vrstvou
4, opatfonou kontaktem 5 emitoru. Kontakt 5 emitoru je vodiv¥ spojen s druhou hlavni elektro-

dou E nebo s kontaktem béze dal¥fho stupn& tranzistoru.

Pod kontaktem 6 bdze je vymezena lokdlni oblast 8, v nfi tloudfka vrstvy 1 zékladniho
polovodi¥ového materidlu je o 10 % men3{ ne% ve zbyvajfc{ &4sti prifezu. Funkce integrované
ochrany proti pFep¥t{ a.napéiovému pfetiZen{ je patrnd z obr, 1, kde je schematickou zna&kou
lavinové diody ozna¥eno misto s nejni%¥fm priraznym napitfm, kieré leif ve vymezené lokdln{
oblasti 8 na obr. 2. Po piekrofen{ tohoto nap¥t{ pfi pFiloZeni nap&t{ mezi kolektorem a emi-
torem tefe proud lavinovou diodou do bdze tranzistoru, kde zpisobi zapnuti tranzistoru. Po

 sn{%en{ pfep¥t{ pod hodnotu prirazného nap¥t{ ochranné oblasti tranzistor opdt vypind & vra-

¢{ se do uzav¥eného stavu.

Vymezend lokéln{ oblast 8 mé nejni%¥{ nap&t{ kolektor-bdze a zéroven nejnii3¥{ nap¥t{
kolektor-emitor.a vysokou proudovou zatiZitelnost v zdv¥rném smdru. P¥i zat{ien{ tranzistoru
napétim kolektor~emitor vy¥3fm, ne% je priirazné napét{ vymezené lokdln{ oblasti 8, tele proud
0d kolektoru K pfes vysoce dotovanou vrstvu 2 a vymezenou oblast{ 8 do bdzové vrstvy 3 a dé-
le pfes emitorovou vrstvu 4 do kontaktu emitoru 3. Proud mé stejny udinek jako bézovy proud,
ktery zapfnd tranzistor., Po zapnut{ tranzistoru dochdz{ k ristu kolektorového proudu a ke

sn{¥enf{ pFfep¥tf na tranzistoru,

Technologicky je struktura vykonového bipoldrnfho tranzistoru s integrovanou ochranou

proti pfepit{ a napE{ovému pfetffen{ podle vynélezu vyrobena napf. odlepténfm Edsti povrchové
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vrstvy tranzistoru pfed vytvofen{im koncentra¥nfho profilu p-bdze nebo lokd1lnf difuz{ difu-
zantu s vy33{m difuznim koeficientenm, ’

Oblast{ vyufit{ vynélezu jsou zejména vykonové tranzistory pro vysoké napétf, urdené
pro provoz ve spinacf{m refimu s induk&ni 28831,

—_—
PREDMET VINALEzZU

Vykonovy bipoldrnf tranzistor s integrovanau ochranou proti prepétf a napiiovému pfe-
ti%eni, tvofeny alespon jednim tranzistorovym stupnim, obsahujfcfm vrstvu ‘zdkladnfho polo-
vodifového materidlu, ktery pfiléhd z jedné strany k vn¥j3{ vysoce dotov#né vrstvé, vodivi
spojené s prvn{ hlavn{ elektrodou a stejného typu élektrické vodivosti jake vrﬁtva zéklad-
niho polovedifového materidlu, zatfmeco z druhé strany pFiléhd k vrstv® zékladnfho polovodi-

%ového materidlu bdzovd vrsiva opaného typu elektrické vodivosti neZ vrstva zdkladnfho

kontaktem emitoru, ktery je vodivd spojen s druhou hlavaf elektrodou nebo s kontaktem bize
dal3fho tranzistorového stupn¥, vyznalujfc{ se tim, Ze pod kontaktem /6/ bdze, vodive spo-~
jenym s tFetf hlavnf elektrodou /B/, je vymezena 1okélnf oblast /8/, v nf%f tlou¥ika vrstvy
71/ zdkladnfho polovodiZového materidlu je o 10 ai 60 # men3{ nei ve zbyvajief ¥dsti pri-
Fezu téhoZ stupnd tranzistoru, -

1 vykres




/N -
: Ty
08%. {
0B of
S 4 \;_g_ é [
! / P |

WW

0BR. 2




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

